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青色発光素子用材料である ZnSe は II-VI族化合物に固有な自己補償効果のためにp型電気伝導制御
が困難な材料であるo 従って， pn 接合を有する ZnSe の青色発光素子は実現されていない。我々は，
ZnSe のエピタキシャノレ成長技術として自己補償効果を抑えるために低温(250 OC)成長可能なMOVP­
E 法を採用した。膜の高品質さは低温成長だけではなく，格子不整合性とも大きく関わっているo そ
れ故に， ZnSe ヘテロエピ膜と完全に格子整合した ZnSe ホモエピ膜において，成長条件がそれぞれの
膜質に及ぼす効果について調べた。また低温成長した ZnSe エピ膜の結晶性が 650 0C 程度の高温でさ
え保たれていることを突き止めた。さらに，熱処理雰囲気中に Zn 蒸気を含有させて，その熱的安定
性を 700 0C にまで高める乙とができる乙とも見出した。 p 型不純物として， Li と NaK着目し，熱
的安定性の高い高品質な ZnSe エピ膜にイオン注入法を用いて p 型ドーピングを始めて試みた。そし
て， Li と Na の ZnSe における p 型不純物としての可能'性について比較・検討を行なった。その結果，
注入損傷はアクセプター準位の活性化率， SA 発光センターの発生率や膜の結晶性にも大きな影響を
及ぼすことが示された。また， Li は Na よりも ZnSe の p 型不純物として優れている乙とも明らかと
なった。実際Li イオンを注入した ZnSe エピ膜上に n 型 ZnSe エピ膜を再成長させる乙とによって， pn 
接合型 ZnSe 青色発光素子を試作し，素子の特性と n 型 ZnSe 膜の膜質との関係について調べた。 n 型
ZnSe エピ膜の膜質を改善する乙とによって，試作した発光素子から 77K で青色発光が観測された。
しかしながら，室温では青色発光は観測されなかった。乙れは， pn 界面付近での Li イオン注入ZnSe
膜の結晶性の劣化が素子の EL発光特性に大きな悪影響を及ぼしている乙とによる。即ち，本質的に
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ZnSe (l -VI族)薄膜を用意し，イオン・インプランテーションで p 型部を作り，さらに n 型部を
その上に成長させる乙とにより， p-n 接合を構成して， 77K で安定な青色発光を実現した。乙の手
法は ZnSe を利用した発光素子形成の今後に大きな示唆を与えるものと思われる。
よって博士(理学)の学位に十分資格あるものと認める。
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